
混晶半導体は、モル分率（組成）を変化させることによりバンドギャップエネル
ギーが変化し、その結果、発光波長や吸収端のエネルギーが変化します。

例えば、2種類の二元化合物半導体ACとBCから成る三元混晶半導体AxB1-xC
のバンドギャップエネルギーは、一般に次式の形で変化することが知られています。
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EABC(x):   三元混晶半導体AxB1-xCのバンドギャップエネルギー
EAC:   化合物半導体ACのバンドギャップエネルギー
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バンドギャップエネルギーは、bの大小により、xに対して単調増加（または単調

減少）あるいは下に凸の形で変化します（下図）。実際に、単調な変化を示す混晶
や下に凸の形を示す混晶が報告されています。
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EAC:   化合物半導体ACのバンドギャップエネルギー
EBC:   化合物半導体BCのバンドギャップエネルギー
x:   三元混晶半導体AxB1-xC中の化合物半導体ACのモル分率 (0 ≦x≦1)

化合物半導体BCのモル分率は(1-x)
b:   ボーイングパラメータ (b ≧ 0)
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